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输出电压低于 １Ｖ的无电阻 ＣＭＯＳ带隙基准电压源
程剑平 朱卓娅 魏同立

（东南大学微电子中心，南京 ２１００９６）

摘 要 本文提出了一种带隙基准电压源，它能产生低于１Ｖ的精确基准电压．该电路有较高性能
的启动电路使电路在上电时能进入正确的状态．在０２５μｍＣＭＯＳ工艺条件下，电路的各项性能指
标采用 ＨＳＰＩＣＥ进行模拟验证．模拟结果表明该电路在 ２２Ｖ～３３Ｖ的电源电压变化范围内、在
－１０～８０℃温度变化范围内，输出电压的变化不超过１１ｍＶ．
关键词 带隙基准；启动电路；ＣＭＯＳ；低电压
中图分类号 ＴＮ４３２
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